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Gowin USB 2.0 SoftPHY 器件外围电路设计

指南 

概述 

本文档主要介绍了高云 FPGA 器件的 Gowin USB 2.0 SoftPHY 器件外

围电路设计时关于原理图设计以及 PCB 设计的注意事项。 

本文档将 Gowin USB 2.0 SoftPHY 器件外围电路简称为 USB2.0-RC

电路。 

器件选型注意事项 

选择 GW1N/GW2A 系列器件速度等级不小于 C7 的器件。 

USB2.0-RC 电路连接示意图 
图 1 USB2.0-RC 电路连接示意图 

USB_D+

USB_D-

Gowin 

FPGA

USB Device

USB 2.0 SoftPHY

usb_dxp_io

usb_pullup_en_o

usb_term_dp_o

usb_term_dn_o

90ohm 
trace matching

As close to FPGA 
as possible

R1

usb_rxdn_i

usb_rxdp_i

VCC3P3

R6

R7 C1

R1:1.5K ohm
R2:0 ohm
R3:0 ohm
R4:42 ohm
R5:42 ohm
R6:1.8K ohm

R7: 75 ohm(1N系列)，56 ohm(2A系列)
C1:1uF

R2 R3

R4

R5

USB2.0-RC

usb_dxn_io

USB_DXP_D+

USB_DXN_D-

USB_RXDN_D+

USB_RXDN_D-

USB_PULLUP_EN

USB_TERM_RXDP

USB_TERM_RXDN

USB_RXDP_D+

USB_RXDP_D-

 

注！ 

 电阻精度 1%，电容精度 20%； 

 电阻电容封装大小建议选 0402。 

http://www.gowinsemi.com.cn/
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原理图注意事项 

1. USB2.0-RC 电路的差分对需放置在 FPGA 的 TRUE LVDS 引脚上，包

括 USB_DXP_D+/ USB_DXP_D-、USB_RXDP_D+/ 

USB_RXDP_D-、USB_RXDN_D+/ USB_RXDN_D- 

2. FPGA 上与 USB 接口相关所有信号建议放到一个 Bank 中，且相邻分配

最佳，I/O 所在 Bank 的供电电压为 3.3V。 

3. 要求 USB_DXP_D+/ USB_DXP_D-差分对所在的同一 Bank 相邻差分

对管脚存在且未被使用； 

例如：如果 USB2.0-RC 的 USB_DXP_D+/ USB_DXP_D-信号选用了

FPGA 的 IOB12A&IOB12B 引脚，则需要 IOB11A&IOB11B 存在且未被

使用；如果选用了 FPGA 的 IOB15A&IOB15B 引脚，则需要

IOB14A&IOB14B 存在且未被使用。 

注！ 

需要对管脚名称中数字编号小的一边进行约束。 

PCB 注意事项 

1. USB2.0-RC 电路的电阻&电容尽可能靠近 FPGA 所分配 IO 位置放置。 

2. USB2.0-RC 电路的差分对阻抗为 90Ω。 

3. USB2.0 参考电压信号（USB_RXDP_D-）走线尽可能靠近

USB_RXDP_D+信号走线。 

4. USB2.0 参考电压信号（USB_RXDN_D-）走线尽可能靠近

USB_RXDN_D+信号走线。USB2.0-RC 电路中的差分对尽可能不放置

过孔。如果差分对在走线的过程中放置了过孔，需在过孔旁边放置 2～

4 个地孔，以减小回流路径。 

5. 差分对要有完整的参考地平面。 

6. 差分对走线所过焊盘的正下方要做挖空处理，以适配阻抗变化带来的信

号完整性问题。 

7. 差分对要尽量等长，误差控制 10mil 以内。 

PCB 设计参考 

关于 USB2.0-RC 可参考 DK_USB2.0_GW2AR-

LV18QN88PC8I7_GW1NSR-LV4CMG64PC7I6_V3.0 原理图文件。 

http://www.gowinsemi.com.cn/
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DK_USB2.0_GW2AR-LV18QN88PC7I6_GW1NSR-LV4CMG64PC7I6_V3.0.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DK_USB2.0_GW2AR-LV18QN88PC7I6_GW1NSR-LV4CMG64PC7I6_V3.0.pdf
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技术支持与反馈 

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，

可直接与公司联系： 

网址：www.gowinsemi.com 

E-mail：support@gowinsemi.com 

Tel：+86 755 8262 0391 

版本信息 

日期 版本 说明 

10/21/2022 1.0 初始版本。 

http://www.gowinsemi.com.cn/
http://www.gowinsemi.com.cn/
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